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В настоящее время использование жидких зондов на основе индий-галлиевой эвтектики с возможностью позиционирования является важной прикладной задачей для проведения исследования пленочных образцов, в том числе проводящих органических пленок, исследования влияния формы мениска на регистрируемые сигналы, исследованию материалов для тематики гибкой электроники[1].
Сейчас использование жидких зондов позволяет снять такие вопросы, возникающие при исследовании, как: насколько сильно зонд давит на образец, может ли он повредить исследуемый слой, как после этого будет протекать ток [2]. Тем не менее, все еще открытыми остаются вопросы, какие факторы влияют на контактное сопротивление, или как часто можно повторно использовать электрод EGaIn, как площадь контакта влияет на результаты измерений.
Следует отметить, что важными особенностями жидкостных контактов являются возможность пропускания больших токов, образование электрического пробоя и создание фрактальных структур.

Целью работы, представленной в докладе, является выявление особенностей измерения вольт-амперных характеристик тонких пленок на основе оксида цинка при различной площади пятна контакта жидкого эвтектического электрода с исследуемым образцом.
Тестовые образцы оксида цинка получены методом спрей-пиролиза с последующим нанесением наночастиц оксида цинка гидротермальным методом. Представлена методика получения конусообразного жидкого электрода EGaIn, сборочная трехмерная модель и алгоритм работы зондовой установки для получения вольт-амперных характеристик с использованием жидких контактов.
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